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; ■ ■. коррнда оджочвк и двойнюс.'шрныхсжеок ••' ; ■ ■

<;'Х :•/^;ШП»^8ажвйч^^/-:'-'^^СССРв--
Йинск, ул *11. Бровки ,6, Минский радиотехнический институт .
Рассмотрен метод и особенности его аппаратурной реализа
ции коррекции одиночных независимых и двойных парных оши
бок в информации/ хранящейся в запоьинающих устройствах / 
(ЗУ)„ Используемый для■этого корректирующий код обладает;: 
меньшей избыточностью по сравнению с кодами для коррекции 
одиночных и двойных смежных ошибок* . ? ;
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; ц 'Wthoś and; f eatures;.; of - its. realiaat ioxr for;' single р±пЖ f;;
; errors ц1й.я»тогу.;.correction')

are discussed» Using for it correcting code has less re
dundancy than a single and double-adjacent errors correc- 
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Рост информационной емкости и быстродействия йолупроводни- 
.ковых кристаллов. ЗУ обеспечивается прежде всего увеличением ра
змеров кристаллов и степени интеграции элементов устройств. Од
нако эта тенденция имеет и другую сторону/ связанную с повыше
нием восприимчивости структуры кристалла к различным дестаби
лизирующим факторам. Результаты влияния таких факторов прояв
ляются ;в дефектах кристалла или отказах ЗУ при его эксплуата
ции.

Для коррекции ошибок в информации, возникающих из-за де
фектов или отказов, широко применяются корректирующие коды. При 
выборе кода учитывают наиболее вероятный характер ошибок и уро
вень снижения быстродействия избыточного ЗУ по сравнению с без- 
избыточным*

Проведенные исследования одного типа однокристальных ЗУ
[I] показали, что наиболее вероятными являются отказы одиночных 
и двойных парных элементов памяти (ЭП) накопителя ЗУ* Последний 
тип отказа обусловлен дефектами разрядной.шины, общей для одной
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используется метод; дёкодирования:;кодовж^ длов; 
Жсинд^ 'котором /двоичный; векто
.вдрОм^-'рднозцаяноСопЖделЯет-жстополажениё^ 'ошибочных /разрядов i 
;в: слове--;-(ёслибтакрваё; ■ЖйЖся)^.:;-1,акйм- ;0б^здй'<;с,::учётЬм/;Ж^^;;'': 
/ЧйслёННйх ;■ P граниченийби-. рсббенйостей .=-задача' лсоетоит?в" Дострое-''' 
ний;йррверочной^ кода;. Извеетно.а что ■Факая/.матрица;;',
'Имеет ;^б/;;вёктор-©тблбцов -Й/'- С М* ; А ~ длина информаци- 

■ ойногр //слова)4■ являющихся' двоадным/предетавленйем -чисел; ■ иск-- 
/лючая; О/» а; также: -Г ; ■ век то р- с то л бцо в. • ;, ?;

; КОЛИЦёСТВО/ ЙрОВерОЧНЫХ:;;СИМВОЛОВ --В КОДОВОМ / 
слове)ч ; Под длине й- информационного; слова-' применительно^ к ;ЗУ поу 
нимается количество разрядов'' одного хранимого слова либо; опре
деленное- ' число -рядом расположенных /Ж одной строки .накопителя, 
При: длине; кр^рБоДр//еЖва/;а;;^--;;Жзрадрв 
могут; йоявить ея ; 6$:.;; /Одиночных Ж зависимых -ошибок-- >Ж? адвой-/ ;,' 
ныхтпарных;^даббйй/Шедс^вйду, /что для .даннж/':Л;:;и<ж:; ?В^^^): 
судествуедЖ/,.-' кодовых' слов:5;- одна, из; которж : (ооьи^^ 
ве тетвует случаю ;отсутств11Я ошибок;,-в: кодовом.'ća.dsąy 
сеть,- следующее;аеравёнс.тво для- определениялшнималвно необхо
димого значения,-у ; Д' / : ' У ■■< ., ■ / ; у--, /.//.;

'П + П/2 * J 6 2'‘

ии ' б2гб

■Решение -последнего.' неравенства относительно с /■ ;имеет;вид: б уд;

Анализ //соотнршёния; ;(.1) ^показывает t что ' для коррекции расематри-- 
даемого. 'типа; шайбою необходимо ;:меньше;жаверрчнж-;^^редов/:’в;';б 
.К0д.овом\;сл6ве, бчем для коррекция ’одиночных и двой!W смежных / 
ошибок ■Ш-v-

/При; -разработке пконструюции избыточного : Ж;на;- одном ;крис--/ ■ 
галле- принято/ во * внимание;:- что / -при - :минимальном;: Ж; для данного , 
Ш;;;;услрвйе ;(1); йЖволяет адёстрржтв;:прбверошдалЖ^ 
таким/ббразрм^/Чтйбы/жЗ ; ' разрядов
;тар-етолбцов;;Ж1;; б ;(«ВЯ, а.)? ■прёд0тЖп^йЖ0Ж^бЖШ^®Йа^е^Ж;":/;б-; 
н.ость пол.отатель5жх;;далых:; чисел ^ ^наЖнад/беб’нулД-»/ :Это-;;йозволя- > 
ат упростить. схеЖ<кеЖ₽а ба’ Счеш'-испо адреса '/;■:;
опрашиваемого;ЭП

; ;;;;о:При: обращении; в;



определяется синдром Ь . При 3$ 0 происходит его сравнение с 
вектор-с толбцами Ąbn hj > h^i и двойными суммами/?; с 
и • Таким образом устанавливается достоверность или оши
бочность считываемого информационного слова.
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